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太阳能电池用锗单晶

1 范围

本标准规定了太阳能电池用锗单晶棒的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包
装、运输、贮存、质量证明书和订货单内容。

本标准适用于垂直梯度凝固法(VGF)和直拉法(CZ)制备的太阳能电池用锗单晶滚圆棒。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T4326 非本征半导体单晶 霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB/T5252 锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T14844 半导体材料牌号表示方法

GB/T26074 锗单晶电阻率直流四探针测量方法

3 术语

GB/T14264界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

4.1 分类

锗单晶棒按导电类型分为n型和p型两种类型。

4.2 牌号

锗单晶棒的牌号表示按GB/T14844的规定。

4.3 外形尺寸

锗单晶棒的外形尺寸应符合表1的规定,如客户对外形尺寸有特殊要求,供需双方另行商定。

表1 单位为毫米

直径 ϕ76.2 ϕ100

直径及偏差 76.2±0.2 100±0.2

长 度 ≥50 ≥50
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